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1. はじめに 

MoS2膜は層状構造や柔軟性，光透過性などの良好

な機械的，光学的特性を有し，バンドギャップ（単

層：1.8 eV，多層：1.2 eV）を持つため[1-2]，新たな

2次元チャネル材料として注目されている．一方で，

MoS2膜の形成には，剥離法が主に用いられるが，大

面積成膜に課題がある[3]. これまでスパッタ法とシ

リコンのプロセスインテグレーション技術を用いて

nMISFETsの作製に成功したが[4,5]，コンタクト抵抗

が 105 [Ohm-cm2]程度と高いことが課題であった． 

MoS2 膜に対して低いコンタクト抵抗を持つ金属

はMoや Tiなどが報告されているが[6], 金属電極は

FET作製の必須工程である酸洗浄によって酸化して

しまう．そこで本研究では poly-Si電極表面を MoSi2

膜にし，さらに F.G.アニールによって，酸洗浄を行

うプロセスでも，コンタクト抵抗低減に成功した． 

2. 試料作製方法 

Fig. 1のように poly-Si/SiO2基板上に Chemical Dry 

Etching法によって，Poly-Siの TLMパターンを形成

後，スパッタリング法によって Mo膜(50 nm)を堆積

し，Ar ガス雰囲気中で 700oC，1 分間アニールする

ことで，Poly-Si表面にMoSi2膜を形成する．SPM洗

浄によって未反応の Mo を除去し，スパッタリング

法でMoS2膜を，原子層堆積法(ALD)で Al2O3膜をそ

れぞれ 3 nm, 10 nm堆積した．MoS2活性領域をパタ

ーニング後，酸素ラジカルによってフォトレジスト

を除去し，F.G.アニール後に，TLM 測定を行った． 

3. 結果とまとめ 

スパッタMoS2膜をチャネルとしたTLMデバイス

の作製に成功した(Fig. 2)．MoSi2膜を用いて，F.G.ア

ニールを 700oCで行った結果，オーミックコンタク

トを確認し，コンタクト抵抗が 0.1 [Ohm-cm2]程度ま

で低減した(Fig. 3)．一方，剥離法で堆積した MoS2膜

とMo電極のコンタクト抵抗は 2.2 x 10-5 [Ohm-cm2]

との報告がある[7]．本報告では，スパッタ膜のキャ

リア密度が 1016 [cm-3]程度と，剥離膜より 10-4倍ほ

ど低いため[3]，抵抗値が高くなったと考えられる．

今後は MoSi2膜によるMISFETの特性向上を目指す． 

Fig. 1 Cross-sectional illustration of TLM device. 

 Fig. 2 Plan view of TLM device. 

Fig. 3 F.G. anneal temperature dependence on contact 

resistivity and sheet resistance.  
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